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Fig. 1 
Structure of sample 
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【はじめに】 

金属表面に単分子膜を形成する自己組織化膜（SAM）は数多くの研究機関で有機デバイス開発

に用いられる。特に、アルカンチオール（CH3(CH2)n−1SH）分子はバイオセンサ、有機電子デバイ

ス等その用途は多岐にわたり、さらなる応用が期待されている。しかしながら、これらは非常に

デリケートな物質であり、デバイスの一部として用いる際の電気的コンタクトの形成が非常に難

しい。そこで我々は、金属的導電性を有するラングミュア・ブロジェット(LB)膜をソフトな薄膜

電極として SAMに適用する研究を行っている。本研究では、直径 250 µmの Au電極表面にそれ

ぞれ炭素数が異なるアルカンチオール SAM（Cn-SAM, n=12, 14, 16, 18）形成し、その上部から金

属的導電性 LB 膜を累積させることで、Metal-Insulator-Metal 構造を有する分子接合素子を作製し

た。これまで SAMによる分子接合素子は、ナノスサイズの微小領域で研究が進められてきており、

本研究のような直径数百 µm サイズでの接合面形成はあまり報告がない。 

【実験方法】 

真空蒸着法とフォトリソグラフィにより、電極間隔 4 mmギャップを有する Au電極パターンを

シリコン基板用上に形成した。また、Au電極表面は Fig. 1のように Auエッジ部分を SiO2でカバ

ーした（Au露出部径=250 µm）。アルカンチオール SAMを金露出部表面に形成後、金属的導電性

LB膜 (BO/SA LB膜) を累積することで Au電極-SAM-導電性 LB膜のサンドイッチ構造を有する

分子接合素子を作製した。作製した素子を大気中で 12 h保管し、さらに真空中で 24 h乾燥させた。

電流密度-電圧（J-V）測定は真空中で行い、電圧を 0.1 V/stepで変化させた際の電流値を計測した。 

【実験結果】 

Fig. 2にそれぞれの素子間を流れる J-V特性の結果を示す。長鎖アルキル基の長さに応じて電流

値の増減が観測された。一方、各 J-V 曲線では一様に整流特性が確認された。順バイアスと逆バ

イアスで J-V プロファイルの形状が大きく異なることから、電

圧方向により伝導メカニズム自体が異なっていると推定される。

原因を明らかにするため、一般的なトンネル電流モデルでの解

析、KPFMによる表面電位観測を行

った。詳細は当日報告する。 
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Fig. 2 
J-V characteristics of  
molecular junctions 
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